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=rrL DLLMED3 1119

1. DLL Physique

DLL :Discovery Learning Laboratories 2.DLL Moléculaire

Génie chimique, chimie physique

3. DLL Moléculaire
Chimie

4. DLL Ingénierie

Electronique, photonique,
contrdle et automatique

5. DLL Matériaux et
Bioingénierie

6. DLL Informatique
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EPFLWeb  On this site

Person Place

Find a person

(A
E PFL fgty N YOU ARES g‘llilllll)l: :::ll" ¥

EPFL- eI English

CMi Website CENTER OF MICRONANOTECHNOLOGY CHM!I Reservation - (BT} seensees [0k

Organisation Equipment Process

Mission

To provide basic and advanced training on processes

and technologies:

. . =
C M I We bs Ite to u r : ., \ To offer access to the processing equipment available

in the clean room.
To gather, to practice and to provide the most

.
h . fI h/ advanced know-how in the microtechnology field
ttp://cmi.epfl.c 3 e

research centers

The CMi is a complex of clean rooms and processing equipment for the training and scientific
experimentation devoted to the users of microtechnologies. Therefore, the CMi's offer addresses: CONTACT

1. Education,
2. Scientific research, and
3. Access to microfabrication processes

EPFL-STICMi
LATEST NEWS BM 1.125 (BM Building)

Dr Philippe Fliickiger Tel: +41 (0) 21 693 66 95
Director of Operations ~ Fax: +41 (0) 21 693 57 70
E-mail- infocmi@epfl.ch

12" CMi Annual Review Meeting, May 10, 2011, Program. Poster's List. Current List of Station 17
CH-1015 Lausanne
Clean Room Extension, CMi BM+1, Page SHow o CaINE T
CENTER OF MICRONANOTECHNOLOGY CM1 =
At f v
SPIDER 600 : (e < W T
BEPOT PAR PULYERISATION
Table dos matiéres o Woler L L R ‘mh
e Y = G —
Ca— ey (N T ]
TSy e ToR AL 100 T [ S| sm|  ieae (e e |

Material

Equipment user Equipment

manual reservation ordering...




=PrL
« Composants intégrés = empilement de motifs en films minces. électrodes,

couches actives, isolantes ou protectrices

» Reéalisation nécessite plusieurs étapes successives de photolithographie




=PFL Résistance électrique

Fil métalliue de section rectangulaire

L
T R=pPyr

7000 -— —
1 | —=— W10 1
6000 — —e— W20 -
1 | —2~—W30 1
A5000- —v— W40 i
€ |
— 'é 4000 -
W % 3000 —
L (longueur) et W (largeur) L '_
1000 - u
p  Résistivité du film ol - S

0 100 200 300 400 500 600 700

T  Epaisseur du film

Longeur(um)
.



=PrL Résine apres ‘ e
Déposition Déposition exDositi OE UV Apres gravure Aprés élimination
5 de la résine PO du metal de la résine
Du metal et développement

1 I

Procedé: Gravure chimique

Procédé: Liftoff

—
Aprés déposition
du métal

Substrat
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Topic2:
Résine positive
Courbe de contraste
Epaisseur de résine en fonction de
la vitesse de rotation.



EPFL Résine photosensible positive

- Une résine est composee de 3 éléments essentiels :

* Polymere inactif : matrice du film Novolaque (10-40%)
H H H
CH, 'y CH,

*Elément photo actif (PAC) diazonaphtoquinone (DNQ) (1-5%)

0
Hz R: —Suz-i:@;f_@

*Solvant: contréle la viscosité de la résine propylene-glycol-
monomeéthyl-éther-acétate (PGMEA) (50-85%)



EPFL Etapes de fabrication: Résine positive

1. Nettoyage de la surface

<

I L.
3. Etalement de larésine

Iy

= 6. Exposition aux UV

4. Pré-recuit

7. Développement

2. Silanisation : HMDS

V0

5. Relaxation: rehydratation

8. Caractérisation



Process flow & Feullle de route

Lab Phone - -
Oparaior Hame e : c M I EPFL Center of
Supendzar Nama : E-mal: MicroNanoTechnology
Process Flow Date © Step |Description IEqulpamcnt Program / Parameters |Targat I.m:tual IRamark:
1 WAFER PREPARATION
Step-by-step process outline 14 Stock out "litho”
: wafers
5 B e T iom aft 12 Smwa;f.: mlllun
Substrate: Si test 2151720 Thin-Film First calibrate on sample Si
o Wer Oxidarion 1.3 |Check Analyzer
EEeLL | o
Thickmess: 0.5 um
Phowleh PR con —
02 | Machine: EF'GI 50
=

Photolith expo+ develap S um
Marhine: MA +EVGI30 Pl
Mack : CD = Sum

Align wafer flat

+ short O2 plasma Descum
{105 Tepla low — Z2)

Dy Erch

Matanizl : 5i02
Machine: SPTS
Deepth - 0.5 um

Resist Stwip
05 | Material: AZ1517 — 1. 1um
Machine: Tepla + Femovar

Photolith PR coar
Machine: EFGI 50
PR:AZ1512 on LOF. -
15405 wm




=PEL Identification du substrat

Orientation et dopage, numéro d’identification

GO

fu:r
{1} n-Tvre {1} p-Tvre

ﬁ PRIMARY y PRIMARY
FLAT SECONDARY

{100} n-TvPE {100} p-Tvee




=PrL
Préparation de surface: nettoyage et promoteurd’adhérence

= But : améliorer 1’adhésion et I’uniformité de la couche de résine a la
surface du substrat.

= Probléme: 1’oxyde native du silicium rend la surface hydrophile
 absorbe humidité OH OH OH OH OH OH OH OH OH

= Solution:

* Déshydratation: ¢limination d’humidité a la surface du substrat
= Recuit thermique a 120 °C pendant quelques min
= Désorption des liaisons —OH

« Silanisation: déposition en phase gazeuse du silane hexamethyldisilazane (HMDS) a la
surface du substrat



=r.  Préparation de surface

Hexamethyldisilazane (HMDS)

HMDS: HMDS + H,0 = NH, +
NH Si(CHy)s Si(CH3); Si(CHS);

Si(CH;)5 Si(CH3);

0 o]

s

{} SITHLh S0l STH S0 N ST SHCM SHCH): S0l SHCHS
E L] EkLd
0 O O 0 o 0o o o

OH OH OH OH OH OH OH OH OH

o

Substrate

—

™
Hydrophilic _
(before HMDS treatment) Hydrophobic

(after HMDS treatment)
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« Etalement a la tournette
e Obtenir une couche de résine uniforme

Résine liquide

Déposition de la couche de résine

12
E 10—
2 8
V] N\
S 6 :
._‘E) \ T .
Witesse [irimin) = A, —
L o2 A,
4000 M
0 T T T T
0 1000 2000 3000 4000
5] Spin Speed, rpm
L 1 Temps [5
| | || > ald _ -
3 42 2 e : épaisseur de la résine (um)

kp k : constante de la tournette
p : viscosité (cP)

v : vitesse de rotation (tr/mn)

5000

+ AZ 1505
= AZ 1512
A AZ 1518
* AZ 1529




EPFL Pré-recuit

GMEA

P
= Elimination des solvants ( réduction de 1’épaisseur). N

= Amélioration de I’adhésion de la résine au substrat
= Réduit les contraintes creées dans la résine pendant la centrifugation

= Température de recuit: élément tres important

A softbake at 100°C on a hotplate for 1 min per pm resist film thickness. At 110°C, halve the
softbake time, while for each 10°C below 100°C the time should be doubled

» Température élevée:
» la résine réagit avec I’oxygene dans I’air et conduit a la formation de fissures
= Décomposition du photo-initiateur
« Température faible:
= Elimination du solvant n’est pas suffisante
= Cause des problemes lors de I’exposition aux UV




=Pl Relaxation/réhydratation

= Refroidissement du substrat ( atteindre la température
ambiante) .

= Minimiser la dilatation thermique induite par la température

= Permettre a la vapeur d’eau de diffuser dans la résine. Sa
présence est necessaire pour le réaction chimique durant
I’exposition aux UV,

= H,0 provient de I’humidité en salle blanche (>40%)

v Oy
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Exposition aux UV

UV light : A=365 nm

2
# mW/cm uv

IIamp

Wavelength (nm)

Il
250 300 350 400
Wavelength (nm)

Résine
0.40 =
1.0+
I-Line 035
0.8 1 H-Line : —Novolac Resin 030 9
Q G-Line —-—-S::siﬁzur
(2] — 0.25 =
c ® E Unbleached absorbance
2 061 g <
E § \ g 0.20 =
[ 2
= L E-Line = g 0.15 =
3 0471 2
& 0.10 =
0.2 0.05 - Bleached absorbance
0.0 + = + ? ¥ ¥ + 07 T T T T T T T
300 350 400 450 500 550 600 WO WO B0 0 0 A0 w0

Wavelength (nm)



EPFL Développement

« Dissolution de la résine exposee aux UV dans une solution de développement

— MIF (metal ion free) ( Souvent TMAH ) ne contient pas d’ion Na* et K-
« Utilisé essentiellement pour les composants électroniques et optiques

— MIC ( metal ion containing) (solution basique; NaOH, KOH )
» Contient les ions Na+ et K- pouvant contaminer les composants électriques.
« Souvent utiliser dans MEMS et les photomasques

« Concentration de la solution et du temps de développement

I

6. Exposition aux UV 7. Développement 8. Caractérisation




EPFL Résine positive: Novolak +DNQ

AAAAAAAAAAAAA
AATA AAA AVTA AAA ATA A

. .
\ ' DNQ: Inhibiteur ¢ DNQ:Accélérateur
. de dissolution 7 ¢ de dissolution
\ ' *
] . /
‘ .
A . b:’nvnlak + DNQ/
xposed
‘_ {'ep : K 1000 R
\ . HE exposed
2| W I € 100
Z | Novolak . & —
T I 10 ¢ typical
E I g i loadings:
E \ . 5 | unexpose : "
S VY 2
o Novolak + DNQ =TTV | T SR
u 0 5 10 15 20 25 30
- = (unexposed) DNQ-sulfonate concentration (%)




=PrL

Photoactive compound
1. Inhibiteur de
dissolution
2. hydrophobique

|
C— OH

O~ o

Dissolution enhancar

1. Accélérateur de
dissolution
2. hydrophilique

Résine positive: DNQ photoiniliateur

+ Light E j
Wulfl
J{ I‘E-ﬂfl‘ﬂﬂg&l‘l‘lﬂﬂl
+ Water
R n
\ Ketene

Eau provient de 'humidité > 40%



=PFL  Effet de la lumiére blanche

Mask Aligners

| A‘, e 10 Minutes 30 Minutes
Salle de lithoraphie : éclairage lumiére jaune . .
45 Minutes 60 Minutes



EPFL Courbe de contraste

Variation de 1’épaisseur normalisée en fonction de la dose d’exposition

E

, , . f .
Epaisseur normalisée = _E- Dose d’exposmon = Ilampe X texp
i

lampe= INtensité de la lampe (MW/cm?)
texp= temps d’exposition (sec)



=PrL
UV

Masque
Résine

Substrat

Exposition aux UV, tg,,

Développement, tg.,

Epaisseur
finale, E;

Initiale, E; ‘_

Epaisseur




=rr.  Courbe de contraste: résine positive

o T |
i | /T |
"% ] N ]
_— I D100 I
E B % | y_k_ |
'.'? W% | ' I
i a% l % I
Ay 3 1
0 % : li["l;l :
% | | T —
B E—
“. : WL
i i I ] \ 0
DO
= Sensibilité de la resine: D, 1

= Contraste de la résine : vy - log( DO/D )
100



ePrL = Masques pour la courbe de contraste




EPFL Mesure par réflectance

The light intensity reflected from the sample at a normal incidence is measured over the range of wavelengths
Computer software uses the property of dispersion of index refraction of the film to determine the film thickness.
Non-destructive and non-contact

Simple and relatively low cost

In R®»

[ |

Light Out

Light Source Fiber Optic Cable

Ap—

Spectrometer e
= Reflected

Transmitted and
reflected light




=PrL Principe de

Leofizn — 1 Loci  —
Ry (1) = LA —2kg _ fitm

bkg
Rgyup (4
linc = Ibig Lrsub — Ipkg »(1)
l; linc | film
INC I
rsub
I film
substrat

ro1% + 112> + 2rp1r12 cos (74””3{’”d)
R(A) =

dng (A)d
1+ ?’0]21"122 + 2rg1r2 COS( }& )

mesure

Lrsup — Ipk
Rsub (/1) = %
inc — ‘bkg

FILMETRICS
738.9 nm
Bl [ \ |
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Film thickness [um]

28 T T T T T T
Model Photoresist 1
2.6+ Equation ATRM-B) 8
24 Adj. R-Square  0.9881 _
i Value Std. Eror ]
22 A 84.87679 478656
B 052672 000672 | 4
2.0- ]
1.8 ]
16- ]
144 4
1.2 4 ]
1.0 ]
- AZ 1512 HS 1

1000 2000 3000 4000 5000 6000

Rotation Speed [RPM]

Relative Resist

Thickness

1.00 4

0.90 - -

0.80 -

0.70

0.60 -

0.50 -

0.40 -

0.30

0.20

0.10

0.00 +
03 0.5 0.7 0.9

Contrast Curve

= Film Thickness

—— Linéaire (Trendline points)

Log Dose
y M (mifemn2)
11 13 15 17




EPFL Effet de I’épaisseur de la couche de résine

ﬁ B
a -
E¥1]
kY
)
LR
a5 T T T !
ésﬁssammufhm Curve
¥ Naggam=1.70, NA=D.45, 0=0.55
v Ro 85 [~ iispectal #h SLR on Si, MIF 0.24N 8
! &E i Immersion develop 240 seconds
o i1 —— E, Dose to Clear
27kl !
- a
; m
8w ° 5
[
=) (=]
5
§ 55
o iy
o LI
w e s "‘..,-""\'-,‘ ,-‘"'... o -4
"" \.-'( X,
.
as | 1 1 ! 3
0.5 0.7 0.9 1.1 13 15

= Resist Thickness (um)



=PrL Résine apres ‘ e
Déposition Déposition exDositi OE UV Apres gravure Aprés élimination
5 de la résine PO du metal de la résine
Du metal et développement

1 I

Procedé: Gravure chimique

Procédé: Liftoff

—
Aprés déposition
du metal

Substrat




EPF

L

Topic 3:
Résine négative
Liftoff
Angle de contact



=PFL Liftoff

Step Process description Cross-section after process

Substrate: Glass wafer

01
o Teply O2 plasma
treatment,

02

o 1. 4umAZnLOF 2020
coating in ACS200,

e | N
03 o 4.7 sec exposure with
MJB4 (94 mJien)
o Developing in ACS200,

04 o 20/200 nm TitAl in |

EVA760, 450 mm WD,
dep. rate: 5 A/s




EPFL Etapes de fabrication : Résine négative

1. Nettoyage de la surface

<

| L.
3. Etalement de la résine

6. Post-recuit (PEB)

§$§ 84S

4. Pré-recuit

7. Développement

2. Silanisation : HMDS

s

5. Exposition aux UV

8. Caractérisation



=pr.  Résine Négative: AZ nLOF 2070

Film Thickness (um)

12

Spin Curve

10

Photoresist

~—a— AZ®* nLOF™ 2070
~—l— AZ® nLOF ™ 2035
—@— AZ® nLOF ™ 2020

0 500 1000

1500 2000 2500 3000 3500 4000
Spin Speed (rpm)




=pr.  Résine négative

uv

Mask

High exposure dose ...

Substrate

Small exposure dose ...

... pronounced undercut .. weak undercut

Dose: 60mJ/cm?

Dose: 70mJ/cm?

Dose: 80mj/cm?

Dose: 90mJ/cm?

PEB: 105C/60s PEB: 110C/60s PEB 115C/60s




Focus plane
"

[=

to position p
PR pattern Height /
Focus plane
corresponding
Substrate fo position p’




Préparation de surface

Pour avoir une bonne adhérence de la résine photosensible, 'angle de contact doit étre
compris entre 45° et 65°.

développeur

développeur




== Nettoyage et promoteur d’adhérence

(N ()

Acétone Isopropanol (IPA)

Dry

u wafer wafer

=4 - =4

Les parametres ayant une influence sur le dép6t du HMDS sont :

= |a température
= |a pression dans lI'enceinte pendant le dép6t
= |a durée du dépot HMDS




EPFL Angle de contact

L'angle de contact est 'angle entre le substrat et la tangente de |la goutte d’eau
posee sur le substrat

i i
¥
Air ( - l
quuid Pe hvdrovob )
©\< 90° = hydrophilic = hydrophobic ) 4 >

Substrate

IMAGE QUALITY
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Topic 4:
Salle blanche
Alignement
Gravure chimique



=PrL Résine apres ‘ e
Déposition Déposition exDositi OE UV Apres gravure Aprés élimination
5 de la résine PO du metal de la résine
Du metal et développement

1 I

Procedé: Gravure chimique

Procédé: Liftoff

—
Aprés déposition
du metal

Substrat
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2PFL  CMI: Centre of MicroNanoTechnology

BM +1 Zone 15 Zone 14 Zone 13 " Zone 17|
18 Metrology Wet Photo- = -
processi lithography| E = E
LA
| 1 Zone 16 Metrology
-~
- [mvonce |
Changingroom
Clean room 370 m2
BMO BM -1 - Zone 10 ISO 5/ Class 100
Zone 8 Parylene Clean room 280
Zone 9 FIB/SEM 4] ISO 6 / Class 1000
- 5 1807/ Gass 0000
|
Technical area 509 m2
1S07/
. i i
- Zone 6 Zone 5 Zone 3 Zone 2 Zone 1 [Zone 7
-1~ Zone 7 T
e Ebeam
BM -1 -C: i -g: lithography]
= wn — — @
g o b e B ) et W
£ £ € | 0| £ | —| £ _ b
g 2 g = 8 | |
& £ z




EPFL Habillement

Servica Aisle
Aceess to Maintain Equipment
- Al ‘ }
G
0;\;::9 Shower n
I J
Factory
g Fab Area L
£
5
[0
Lockers 1 t

Service Alsle

4 LVJ Pass-through for Chemicals

Figure 412 Fab area with gowning area, air showers, and service
zigles.

bottes
masque facial
gants vynil
lunettes de sécurité
carte camipro




=PrL

» Z5: Mask fabrication
» Z6: Hamatech
HMR900

CMI session

» Z6: UV exposure
Suss MA6 Gen3

» Z1: Development
ACS 200

» Z2: Al etching
Plade Metal

» Z2: Resist stripping
Bain remover 1165

> Alpha step
» Z15: Dek Tak

> PR development
» Cr etching

> Alignement
» Mask for Al etch

» Al etch
» Resist stripping

> Al thickness
measurement




=pr.  Fabrication de photomasque

lUV laser scan

Glass or Quartz Glass or Quartz Glass or Quartz

Glass or Quartz Glass or Quartz




=PFL  Préparation du masque




=F7L Techniques d’exposition aux UV

mask illumination

HTELTY

photomask

Wafer

diffraction pattern

Vacuum exposure mode  Hard exposure mode Soft exposure mode

__—mask

[LLLELL foomon

—— resist

.

substrate
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]

X-RAY BEAM

la)

(bl

[c)

POINT
SOURCE

AOBBADDDIDN

fo— O —f



=PFL  Structuration

* Masque en résine photosensible -Gravure chimique

 Gravure humide
e Gravure seche

Gravure isotrope

B Résine
[7] Couche mince

B Substrat
Gravure anisotrope



=PrL Gravure chimique d’aluminium

Chemical product: ANP  T=35°C  ER= 300 nm/min
H3PO4 : HNO3: CH3COOH : H)O =73 %: 3.1 % :3.3 % : 20.6 %
ratio in volume (83:5.5:5.5)

https://cmi.epfl.ch/organisation/materials.php

Typical Aluminium etchants contain mixtures of 1-5 % HNO_* (for Al oxidation), 65-75 %

H,PO,* (to dissolve the ALO,), 5-10 % CH,COOH* (for wetting and buffering) and H,O dilution
to define the etch rate at given temperature.

=~ "I 7amiHpox
6H+A+ 2A] — 3H2 + 2AI3* AlP* is water-soluble E 3'Of 2.5 mI HNO_* |
g 2.5 23.5ml H,0
f"io 2 O L
* Aluminum etches in water, phosphoric, nitric and acetic acid mixtures. % i
« Converts Al to Al,O;with nitric acid (evolves H,). ‘@’ 1.5+
* Dissolve Al,0;in phosphoric acid. 1.0 I
* Gas evolution leading to bubbles. ° 05

* Local etch rate goes down where bubble is formed, leading to non-uniformity.

...................

20 24 28 32 36 40
etch temperature (°C)



https://cmi.epfl.ch/organisation/materials.php

EPFL Gravure chimique d’aluminium

Wrésine
— I I
|
-—> Al
W

vitesse de gravure d'Al

V= vitesse de gravure du résine

2 * Tgravure

Wet Etching Time

UMD £S5

Over Etch and
Resist Lifting




=PFL  Mesure d’épalsseur: profilométre mécanique

La mesure se fait grace a une pointe tres fine en diamant se deplacant sur
une marche de la couche d’aluminium.




EPFL Procédé d 'alignement

Nécessaire d’aligner le masque et le substrat afin que les
motifs soient situés a I'endroit voulu.

Masque

+ +

. o Margues d’alignement
Masque pour le niveau a wéaliser de Cétape précédente




EPFL Alignement de masque

Wafer Mask

Mask image out of focus.
In Auto-Alignment mode
i~ "Clear Field" movement
of Mask Stage required

Alignment:
Stored Wafer Image
Real Mask Image

Alignment Gap: 250 pm
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Topic5:
mesure électrique
mesure optique



BM3 229/ BM3 231
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EPFL Résistance électrique

Piste de section rectangulaire

$ R=rwT

— R=Rg—
W
L (longueur) et W (largeur): caractérisent la geometrie du masque
Ra Résistance par carrée : caractérise la technologie
o  Reésistivité du film
- T  Epaisseur du film



Résistance (mOhm)

EPFL Acl A s
Resistance electrique: calcul
Motif de section rectangulaire
$ 1
contact V1-V2 V1-V3 V2-V3 V2-V4 V3-V4 V4-V5 W(unit)
L(um) | 400 750 300 550 200 100
R(unit)
R(unit)
R(unit)
R(unit)

7000 — — T T T
—a— W10
60004 | —e— W20
—A— W30
50004 | —v— W40
4000
3000
2000 -
1000
0 T T T T T T T T
0 100 200 300 400 500 600 700

Longeur(um)
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BE%i - i

FIRI}

_oon Wy
T Ini2) fs

R. = R:Il'r




=PrL

W (unif)

V4-V5

100

V3-V4

200

V2-v4

550

V2-V3
300

V1-V3

750

V1-V2
400

contact
L(pm)
R(unit)
R(unit)
R(unit)
R(unit)
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Topic6:
Observation profile
Résine négative



== [VIEB observation

EPFL-DLLO385 20221023 17:22 D23 x7.0k  10um EPFL-DLLO335 2022.10.11 16:18 D23 x10k 10 um

PEB 115C/60s

Dose: 60mJ/cm?

Dose: 70mJ/cm?

Dose: 80mj/cm?

Dose: 90mJ/cm?




E PF L MOODLE

Microfabrication practicals

Dashboard » My courses » MICRO-332

[@ News forum (used by teachers)
2@ choisissez votre groupe

m ED Discussion (used by students and teachers)

EN A ® Abdeljalil Sayah

L .

O Moodle Docs for this page ”
Turn editing on

Search forums
Go

Advanced search @



=PrL

Sécurité en salle blanche

g Centre de microtechnologie, EPFL

[



EPFL Habillement

Servica Aisle
Aceess to Maintain Equipment
- Al ‘ }
G
0;\;::9 Shower n
I J
Factory
g Fab Area L
£
5
[0
Lockers 1 t

Service Alsle

4 LVJ Pass-through for Chemicals

Figure 412 Fab area with gowning area, air showers, and service
zigles.

bottes
masque facial
gants vynil
lunettes de sécurité
carte camipro
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B 1

Filter Fan Unit

N A pic ]







-
L.
o
(L1



=PrL

. Do not touch thee knob with fingers that were in contact with chemical. To
press a button, make sure that your glove is clean and dry, and fold you finger like
on picture



=PrL

CMi good working practice (Z13 wet-benches) CMi good working practice (Z13 wet-benches)
Before starting your work, make sure to wear a second pair of nitrile gloves, When working: Do not overcrowd (maximum 2 persons), do not place wafer

protective glasses and your face-mask! boxes on the bench, do not use chemicals outside of the bench!




=PrL

Safety rules

e CAMIPRO required for each person entering or leaving
the cleanroom

» Never work alone: a buddy is required in the cleanroom
at any time

e Only one emergency phone number :

e Report any safety pr(ﬂlems you encounter
e Wear protective glasses or medical glasses all the time



=PrL

General cleanroom rules

= Lint free cleanroom paper only

= Cleanroom notebooks available
through CMi ordering system

= Pens are available in each zone

= Photocopier can be used to transfer
notes in and out of the cleanroom

= PC access to public folders in each
zone

Prohibited:
* normal paper
« pencils and normal pens
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General cleanroom rules
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All wafers should be in boxes with :
= Owner and date labelled
= Process flow

All your material should be stored in one red box
Lost and found shelf

Wafers must be handled with vacuum or
mechanical tweezers

Do not seat on tables
Do not scratch your face
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CMi cleanroom concept

Ebeam lithography
Photolithography
Etching

Thins films
Metrology

Grinding
Thermal imprint
Inkjet printer

conventional Wafersand o PDMS !Ine
process [IEEE [PETE ‘ PhOtOhthogra phy on
chips

Customized chemistry
Metrology

@ ISO6and7




=PrL

Description of the Cleanroom
Air filtration and circulation in class 100

ExHAtisr AR FRESH AIR ACTUAL VALUES (2/3 of
2 : 2 maximum capacity)
Flaksn = FRESH AIR
= 60000 m3h
) Fan Fuurer (T ) FaN FiLTer (T = filter efficiency: 99.97% for
Lsooomm 9 ) e = particles size: 0.1-0.3 pm
“‘CLEANROOI:” “‘CLEANROO;“ RETUA : EXHAUST
BAY SE::'ECE BAY T = 36’000 m3/h
150 mm £Q i £ = ) FFU
—Tomm__ {- i [ it -l‘ ------ = |SO 5:189 units
% = |SO 6 and 7 : 46 units
RAISED FLOOR . '
= 0.7 m? active area
= total: 189°000 m?3/h
K A

= filter efficiency : 99.999% for
= particles size 0.1-0.3 um
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CMi cleanroom concept

Standard ISO 14644-1

CMi BM -1 =
CMi BM +1

Concentration max allowed of particles (particles/m?3 of air)
Particles sizes equal or superior to that given below

Classe 0,1 um 0,2 um 0,3 um 0,5 um 1um 5 pm Classe US
1SO FS209

1ISO 1 10 2 0 0 0 0
1SO 2 100 24 10 4 0 0
1SO 3 1000 237 102 35 8 0 1
1SO 4 10000 2370 1020 352 83 0 10
ISO5 100 000 23700 10 200 3520 832 29 100
1ISO 6 1000000 237000 102 000 35200 8320 293 1000
1SO7 oo oo oo 352 000 83 200 2930 10 000
1SO 8 oo oo oo 3520000 832000 29300 | 100000
1SO9 oo oo e | 35200000 8320000 293 000




